Europalsches 
Patentamt 



European 
Patent Office 



jOfflce'ei 
des brevets 



mO 1 7 (VTAR £005 





Bescheinigung Certificate 



Attestation 



Die angehefteten Unterla- 
gen stimmen mit der 
ursprCnglich eingerelchten 
Fassung der auf dem n3ch- 
sten Blatt bezeichneten 
europdischen Patentanmel- 
dung Qberein. 



The attached documents 
are exact copies of the 
European patent application 
described on the following 
page, as originally filed. 



Les documents fixes d 
cette attestation sont 
confbrmes a la version 
initialement deposSe de 
la demande de brevet 
europfeen specifiee a la 
page suivante. 



Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n« 

02292279.3 



I PRIORITY DOCUMENT 

! SUBMITTED OR TRANSMITTED IN 

COMPLIANCE WITH 
I RULE 17.1(a) OR (b) 



Der President des Europaischen Patentamts; 
im Auttrag 

For the President of the European Patent Office 

Le President de I'Office europeen des brevets 
p-o. 



RCvan DIJk 



BEST AVAILABLE COPY 



EPA/EPQ/OEB Form 1014.1 - 02.2000 7001014 




Europaisches 
Patentamt 



Patent Office 



Office europeen 
des brevets 



Ansel dung Nr: 
Application no.: 
Demande no: 



02292279.3 



Anmeldetag: 
Oate of filing: 
Date de depot: 



17.09.02 



cter/Appl lean t( s)/Demandeur( s) : 

SCHLUMBERGER Systemes 
50, avenue Jean Jaures 
92120 Montrouge 
FRANCE 

B^ichnung der Erf 1 ndung/Tl tl e of ^^^^^ \£X^*m. 
(ft i U d1e Bezelchnung der Erflndung nlcht angegehen 1st, slene uesc 

U *, title 1s shown please refer to the ^'l* 1 "- , 
SI aucun tltre n'est Indlque se referer a la description.) 

Hybrid chip 

In Anspruch genommene PHorlat(en) / Priorities) claimed /PHorlte(s) 
TtT^^ no./Pays/Date/Num,ro de d*p6t: 



Internationale Pa ten tkl ass IfUcatl on/International Patent Classification/ 
Classification Internationale des brevets: 

H01L23/00 

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten/Contr acting states designated at date of 
fillng/Etats contractants designees lors du depot: 

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI ID MC NL PT SE SK TR 



BEST AVAILABLE COP> 



02292279.3 
EPA/EPO/0EB Form 1014.2 - 01.2000 



7001014 



2 



Idees brevets : 
Module hybride 



-fiansle domaine.de la smart card ; association de 2 puces Tone sur rautre de taillc 
S^en^ociation d'application ; SIM + porta monnaie ou control d'acces ou 

transport 

- 1 

1 PrPin^thodc. 

La memiere puce, la plus importante en taille est monter sur la bobine de module (et 
^iT^Sb^de est repaLe une deuxieme fois pour monter la plus petite puce sur la 

premifcrc. , _ 

Le cablage est finalist ou r6aUs6 dans sa globalite. 

+ ensemble de routil disponible. 
+ rapiditS de misc en ceuvre 
+ peu coflteux ( tomps machine) 

- realisation de tranche de 80 h 90/*th» _ . 

- e^e^ae colle supplemental pour la deuxieme puce. - problem* hauteur 

module 7 

- revoir ' 1 1 enrobage de la puce' 



"fVoiTcoIlage de la deuxi&me puce au niveau du wafer/ avantage du controie de la colle 
par spin coating sur la tranche -danscccas peut Sire une lOene de Mm) 



Deuxieme puce en flip chip sur la premise. 



+ gain en hauteur de boucle 

+ mise en cetivre au nivaau du wafer 

- re routage des pistes & Tinterface 

- montage flip chip ( machine ) 

- (brevet Infineon?) 



* r ^cj method* ( 2 possibMttfe an mofns ft 
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Insertion d'une price de petite taille dans le capot Sishell. 
, La pt^cc* de la puce est pre grav^e dans le capot 

Cette technique permet aprfcs sceltement du capot de nSduire l^paisseur dc la plus grande 
puce a une ^paisseur de 40 h 50 #m sans dommage et avee unc manipulation du wafer 
comparable aux wafers Sishellisds. 

L T «Spaisseur de la deuxidmc puce est de 140 #m ( et non plus de 9(tytra comme dans les 
autrescas.) 



Le report de la puce peut ctre fait par les machines ESSEC actuelles apr&s montage de la 
puce Sishcllisde suf la 'bande module*. Le cablage est r&dis<J globalemenL 

Ou report de la puce a Tdchelle du wafer - avanr ou aprfcs amiocissement 

- Qn-pewt envisager de monter cette puce en PC dans la cavitfi avec un rc routage d 
-I* interface et sortie des fils par des vias usinfes dans le capot ( // k ceux de la puce sous- 
jacente). 

Par rapport & un montage 's<5curitaire\ le nombre de mosque est r<Sduit & 2 maximum ( un 
, peut 6tn? juste flasht?) 
Le P^peut fitre moms performant et surtout notrc bottle neck sur la dunSe du scellemeni 
reduit de 30h a 2h ( mSme k revoif avec d'autre typo de ttfsine) 

+ realisation possible tr&s rapidement 
+ soIidiuS du dispositif 

+ manipulation de plaquette d'6pai£seur standard 
- Couc ? (tneme pas sure) 



4 erne m^thode ■ 



.Q& le capot Silicium d f un dispositif de type Sishell est rempJac£ par une couche 
organique 6paisse phorosensible, 

+ mSroe avantage que Sishell ( amincissement de la plus grande puce ) 
+ Cout / Silicium de Sishell ( & verifier ) 
+ aspWt m£canique int£ressant 

4- montage en PC facility par rapport & Sishell silicium ( planarisation des pistes 
interfaces) 
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- developpement ou collaboration ( des produits avcc polym&res epais existent 
notamroentdanslebioroeoicale) . 
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Revindication 

n l\ Capot en silicium caracaSHs* en ce qu'il comprend une couche organique. 
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